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Beschretbuns 2 

iatPsaaSaESSsP ^^^^^^^ 

so a^-S^«=ss=!c 

tO r *^*r> -lit 4nt. r ,«... . 
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die des Tragetisches unter Verwendfeg S flS, * S ^ h J uB ^f„ d Medium emfentt. Dies steHt 

Wattes yersiegelt ist, wahrend das SubsWa J E Sem d? Ve^W ."^v*! 6 " ugt0 Wtanc dasto 

Blatt nut einem dazwischengelegten elastischen Gur£ ™ SSSf W 1 ***? »***■■ entweichen kann, 

mielernent angeordnet ist. woduJch das&St^Sh- ErTSSS W emer AusschuS 

rend ernes Atzens dutch das KOWmittel geKS S3. Se^^T^ era, ^ h ^ ftih ^ unds <>n 1 itZ 

Vermutlich wird diese Technlk verwendJtl*?A,7i+ * uftretea «ner Vennmdernng in einer Atzbearhpi 

Da es nach einer Ausbildungder VeniefunirssteUeft^n ^T^' sem, daB das Aufbringen des Me- 

dem Siliziumsubstrat 63 in Hg720 erfSK f K*B d ^ a«sgefQhrt win* daB es geWteTwjrd. 

das Substrat Ober den, kfli^iSSgebS^flfS 2ftSi£^ v^-f 8 * SumvS 
bten Watt rrrit dem dazwiscfaeriHegenden Gumjniefe- « ^"S eo . mdle \ em ^^ItegeffilltwinL 
mem angeordnet wird, ist es be! diwem AnsateW^h h,,™? * alteren andenm Aspekts der Erfm. 

das Gummielement in einer derartigen Weise aiizuord- S*SfSi^* A ?**ta>» ones Trennfflms als Trenn- 
nen,daB die Inneaseite einer VertiefSwdes Sum" ShSl?^ 6 - aiif **« r O^che einer Se 

gefullt ist, was zu einer VerminderunH der KflWwirk? ^sgeDUdet ist, untl ein AusbiWen eines oder mehrerer 
samkeit und danrit zu einer verseWechterten ££K D£SfjSti ,eUe v ^ d <«erOicke a«lS 
tangsgenauigkeitfOhrt ntenen Bearbet mrttekTrockenatzen eines besting 

oW & v^** ^(l* 1 * ^ vorUegenden Erfin- S^^^^J^ 6 ^ **** 

dung, em Verfahren zap Herstelhmg von Halbleitervor- de7 dwT^Lr? KnUnuttd oder em Kohlmittelfluid 

nchtungcnznschaffe^das in der lige sind, emTvS ve^r?d^^ ansbOdenden Oberflache der SteUe 

gerung in der BearbdtnngsgeiiauigkeitdS ftodmte Swf^, wgefuhrt wird Danach wird der 

zens an einem HalbldtersubsWtauszttSeBei £™*f^ 111 **** Fall wird wahrenddnem 

wird eme DurchgangsSffnung bzw. -loch, welche W , 0 SJ^SS^fi^" «e ein Erzieien - 

I^^^^ eS ^ eve ^^D^S. SdnrSd^ Q T l 1V * nne i S ^ dcm Halbteitersub- 

dehnt, dadurch ausgebiidet, dafl bewirkt wird daB Sn sm« ctorc&.doa ate Barnere fimgierendoi Trennfflm er- 

aus ebem gewahhen therSseh leSSSn Materkl b^ ttt£^ ^^uid dient zum AbsorbfereT.nTd 

« eh «ndes i get oder olartiges Medhm feKoS mk ^^ ! i C L mdcr S ^ vcnnind «=™r Dicke erzeugten 

Halbleitersubstrats angeordnet wird, und dann ebi ^S^^If 9 ^Vermmderungedner Atzbe- 

Trockenateen eines bcstimmten Berdchs von definS SS???? 1 venneidet Hn^nderer Vorteil 

ren der Oberflachen der Stelle vei^derter Soke d^^& S%d ^ e ^ r ^ eK ™ d «Trennr^ns 

durchgefuhrtwird: danach wird d*s TuSSmSS. • T Endl ^Stn des Mediums in^e 

Anzumerken ist bier, daB die wahrend SwS fer* Atzka ™a«-durohdiesich ergebenden 
^cnse^ugteWarmeaberdL^odtrataS 40 SSJS'SS^ f A ? ubstiBt ?u «hS55?£ 

Tl^f en ^^ a ^^^S^ofie Sln^Kflhl^ .n ^ Kfl W^«ikeit durch 

?uf kemen Fall vorkommen. ^ daiMedium verS was eIn A >«biWen eines als Bar- 

ses Medium gehartet wird, wahrendt^ATwirddaB ST?^™ einer zweiten Oberflacbe des 

che der Stelle verminderter Dicke in Kontakt ist DiL Vflffi.^n ^f^^eine kontmuierifche Zufuhr eines 

kaim ein solch flfissiges Medium in die Vh^HJSS. b%h£ ^ ni dS ^5 j Menseite d « Verriefung ert 

« men engen Kontakt mh dem SffiztaSfiSSS ie^A^SSS ^ ^ rTrennfUm entfernt Bef dfe- 

brachtzu werferi.wasdieKOhrwirksainke^cSefr n^rt^v^v ^ KfililmittelHuid der Innenseite ei- 

GemaB eines anderen A*d* der^SSSfSl SrefSST^T"^* 2Ugef ^ welche be i <Sal 

durch Atzen eines bestimmten Bereichs t ^l,* 5 Vorfaa «densc5ta des als Barriere fungierender! 

ObcrtacbedesHalbleitersublStS *—* WarniTabSert 

niert. was die .sich er ge h en de VertieftagTdfe Jul -SfuS^ ^ vorteilhafterweise zum Aus- 

versew, nut einem ans einem thernus^leitenden Mfe! nSS^J" 06 * - Auf ^ ten ? ^er lokaien Temperatnrer- 

^eSDa?/^ « SSfer W,,C Venniade ™^ d - A^nauiglceit 

bestimmten Bcreich o^deni^f d^v^,-^ • ^ SoUte fes «'balten werden, daS das Ttockenatzen 
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. SS3S5S— -Aaas^Bcj sSr^asa 

mSt^d„TeohIl4toCK5lS!Sl^^^* ,,,,1 * , " r «">- islander SiirXi™^^ «" • 4 >"*l> '«wie- 

er«, Oberflache des breitCD Annabschnitts 
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entlaagemerUnielV-rVzeJetweist tedesrie^wSi I -f d ? ra r a ? en w «se bedeutsam defonnien. dafi X 

£21 und 22 und emem dazwisehenliegenden DQnnfiim de/lwl * ^ff anscMieBend 

EHe piezoelektrischen Elemente 14, 15, 19, 20 beste- ff«J^Lt nt ! 1 . eb i 4 «*W»t Diese VorgSnS 
^awZnOodcrdergleldjeiJwiediepiiSS-Sn Krartif 1 ^'^J 1 " 3yMtaw*a zuemander) aS 

dwch Sputtering-Techniken ausgebildet wertS " 1?^^ S^^ ebel4 ' ,5b ^^^^ 
piezoelektnscnen AntriefaseJement 14 und 15 wefe* hJ „k ^ ' d< f art * bed ««am defonnieren, daB ihre 

kahscfa ausdehncn; sie konnen sich bei Artegen Ks £S^ i Zli S te pft,n f SVOI » 3l « e dcr **« ™d 
negativen Potentials zusanmicnziehen. zweiten piczoelektnschen Antriebe 14 15 

Wie es inFfe. l.-5J!?atl. Halbleitersub- 20 d^rlc^S^^ 
strat 1 emejrfektrische Antriebsschaltimg 24 iind eke Schw^n^ e) ^ hw,ngen ««iltierende n 

J«2^ eUt w « de 2L.«™™t dem Substrat 1 verbunden SlS^Tu ^^^^fi^ 

zas^waseiaen^^aip-.iC-Auibauschafft ? d . w J^^ngs«zeugers 3 ange- 

We es m Hg.3 gezeigt 1st, warden d^Sten und ffhTlT^ " ^ 2 * ctoe CorioKs- 

f^P^Warisohen A^iriebsdementeH * ^cW^™!^ «? d R^Srtsrichtungen 

durch AluniiniuinduniifilinleitunMQ nut der Aniw-Kc V Y R,c * tun S) erzeugt Die sicn ergebeiiden Sehfivfa* 

schaltrnw 24 etektrisch J32SE IubLfete? J^T " d^^^^", durch pSa*SdS 3E 

wonl die DazmfibneJektrode XT des mtnMriSdakM sT* ' » «* 8 *- «»» ^erden dann zu der Signer*. 

^An^bsHalsauchdiedeslweSnKeS: SSffie^^^^^^^- 

«*en Aatnebsdements 15 gemeinsan auf MwsVS- eS d™ §r!d TJv? T? b * ll, W*«** 

piezpelektrischen Antriebs^or^hei Efe MhE w ^ «^-^eri*hren des derartfe aufgebauten 

dcr Ampliu:de dieses /UrtSJJSSlSi 4? gS 2S52T! e!ill(, f > ^^ 

dem MassepotehriaL En aiideres AC-Awri^iS Sf d !^ uater ? ezu S I ^ e ^dieHg.6bisI0bes^ie. 

^we^gegenpbasfgzuTeTAoggn^ 

/Or die DtumfflmeJektrode 16 des zweaten guerschmttsansicht des Sensors in Kg. 4 entlang emer 

schenAnrriebslSvorgLehen. uxvmm ^ «»elektn- darmgezeigtenlinieB^BdarsteDen. * 

We esmHg.4gezdgtistwe«ien diepieajeJektri. ri™«,h^.^P 6 P 2 ? 81 ist ', wlrd 3,5 * SB- 

dergleiehen mit der SignaJverarb^unfiBchXmr^ • J^«ne*nnif ausgebiWete n-Typ Ephaxi- 

^eml^bera^gegebenenelektochen^Sn SaSSS 

S tte,V ^ r 5^al V en»rbeitungsschaltiing 25 zuge- mehreren hSSSt W f. n *? r OToU 
Mrt ni werden. fosbesondere wird die jewJuae DOm Elementen zur Verwendung beira Aufbauen 

fihnclektnxle 21,22 der piezoelekrtsctenSfeV »20 « % b i s ? haItu '« » Signahrerarbeitungs- 

jede Abwetehung entlang der Vorwarts-/Ruck^rte- A^^^^^^^^B^nSfini^ti- 

«, 11 des Schwrngungierreiigers 3 als elektrische Siena ^ dcr Sesamten oberen Oberfla- 

leaizufuhren. . ' 8 * Sgna- che des gjyp SdWmnsubstrats 31 (erete OberfBche 

In der Antriebsschaltung 24 in K& 3 warden Ar<sr cv^ WaS u bewirkt » ^ ausgewahlte Teile des p-Tvd 

gnale (Antriebssignale) SGl*£i2 tkS^u£t S^ atS ?»' f 1 ? 6 "" wie es in W$ 

dem emenunddem^eiten piezoeSchenlS^ S^^^ teb€b ^ ldIu '« ,ahrt a! « einerAusbil- 

HlSgegenphasigsindWie^^F^Sffitc Sdi« VemefungateUe 34. ^ahrend es einer dQnn- 

«agteTtder 11 ntere,er S te piezoelektriscieAMrieb 14 ab ^dSnht ^£5£*7 t a ^ der ^ E P^' 
Antwort darauf mit dnera ZusammeiiiehenTwoiJbee! « ffS^i^? 1 St «" e 35 ertailb * wird, an 
^^•'ere.zweit piezoekktri S c*e>S TiS ffi- T VertiefungssteHe 34 defi- 

en«precbnd versucht, sich auszudetoe" DiSe Sd MbZ^ZTX 16 hm b «™*«« 
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stand flexibei isvdalShS £ ^K*en a Uszusc hfie^«l,L^ e r, hliag der S^enatzun^rate 

dens ^■ W in5fa^^-^^ J ^* Mte M- den fcE-^SH * e e ^*°^ rR ^ on ^^n 

« h ^^eaW^^ b °JZS i r elche 20 to ^^n1S»BL^— M ^ JFt ^ Weite '•- 
derartig ausgebildete Silikonhar, 2S terdriiekt Oder vwhTndLrt^w TOln J ndener w- 
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d?s SiLritim vorgcsehcne WarmeObergaiigsfllch to Fluor ^^ ^o^ SAkknunibstrats 30 in d^auf 
bestnamten Stellen verringert werden. * At.!- f ,b *sWH»de Poryroerol 41 eine Vakunmbehii«S. 

w£™J? m«gJ«*em e genfigende FHche fQr einen i3& SSjin£f n T n ! TOn Casein- - 

W^meQbergang aufrechtsuerbaiten, welcher eine Aus- ,« att der mneren Wju »d der Oberffcu 

. hahungdesSobstratsmeglidimacht ■ emperaturer * ?f r ^"wksaihkeit, die ansonsten aS 

^^de^VprteadelAusfflhruSgsformistder.daB f£? d «f£^?™ eins wn «-*552w£ 
es. da das gelartoge Medium verwendet wird, richt'Sl 2U """drOcken oder auit 

^olktandigtisL lnsbesondere .wird dasalsdasS' rrffc ^SSTJl?^ 7JP ^ ^"Pfe' der RIB-S- 
Weise airfgebracht, daB a!s ein Ergebnis ernes iS^ „ SSi Zi*^?* 8 0berfl ache 30b des Sniiurasabstt^ 

gefflllt und daon gehtrtet wird, dasHa* :£ ?S2 E^KSl"*- GenaUer ^ ^ «'« 
eng^KontalctniiteinerOberflachederStefleM^ S^^ kwMe I m ^^^)mtememi^s£n 
macht dies es moglicfa, die Innenseite deV\Kfm^» f-T^ ^^^dncht 32 angeordnet ist DiesSx Jz! 

har236mfaUeAW0dui^eineVerbesserurrderS AnIfci^ le ^ en . Raum4faF1 fr 1 entspreVhen. < 
w^woj^termflgJiditwmLInsbeSe^^ ,.^^! 3 ^ nd ^ dM ^^65^30 aus dem 

^^^l 3 ^^ ^^ie er m^^g* 12 gezeigt is^ mdElicbL das %a ^^^^uut»^?*^^^^^^^?^^^i ^^^^^"^^^^^^^g^^gwi gereioifit^ - ■ 

rungsformzeigen. wnrmeoieser AusfQh- Es kann hierbei anstelle des au f Floor 

ZuerstwirdemSfliaumsubstratfWaferlMvor^i Po, J™**k« auch ein auf SiKzium b2i2te«M? 

dX%K?*tt « ™ d M &X S^J 1 **** linden m3K 

aete ^T]yp Epitaxudscbicht32aufweisLDannwMie<t ?^*J5- sc? Medium fungierea Nachstehend 

oder dergJeichen, welches nur 

=*ACE 3W72 • RCVD AT W26/2004 1 :23:06 PM [Eastern Daylight Time] • SVR:OSPTO-EFXRF-1/2 * DNIS:8729306 • CSID: 7033855340 ■ DURATION (mm-SS):40-48 



. 05/26/2004 12:23 7033855340 _ _ KEATING ^BENNETT PAGE 39/72 

biWet (z. B. kann dies dorch Bedamp^|«5,eten\ *^ S ^3S vennindcrter Dicke emtfcheu 

Der sich ergebende Donnfllm SMxxS Danaeh wird das Sifcaoinsubstrat aoS^^. 

spem bzw. veriundert eine Durchdrasung von Gasund Antfm,? « ?° Au ? foh ™«'gsf<>rm weistiichdje^weit 

maxima] 

AlsnIchst<»wird,wieesinderFfei7ffezetetkt« n <. ^Sf 8 ! 6 A^Jfungsfom welst einen Vorteif auf A*. 
Attkamma-gestent s » «e s^ttz^kairoba^ 

tfeten. Das bjer verwendete KObJmitteJgas kanQehi dS«T°? ■»»* einer VervollstSndigune 

J**, der EpitaxiaSf^^^the^ . J? V*T * ***«*t darin, daB die KOhhvirk- 

A^bebapdlimg ist Mh anderen wSTes vrird ehi X^^^^^^durch den DtanfibhajS 

^materiS^^ 1 ^^^ v ,Wahrend ein gasformiges Material afc Kflhbnitte. 
Aufgrund der Trocken^bearbeitung weriea die . 2*'^ *** to der ertr££HK 

D-rcbgaagSer S^btdef^ £ e ^« • ^ T Ue&ende ta« ». Betreiben in 

5 ^9^^ d «SiMumsubstrats30freiee- « Ob£Sj!r ™™^ form enverandertwerden. 
setzj; da da? KfihlmltteJgas 54 dem Inn«w der vS w«S W Y° ranstehende Bescnreibung die Ver- 

dient der Dflnnfilni 50 vorteilhaft als eme TrenMrand « Jf u S,L2Iumsubstrats3 <>. der sicb Tvon seiner 
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la 

subarat mit Stellen yerminderter Dteke an amswlU-' 

SSSTl ™S * fc Schich,an8 *2HESS. 

Sibaumsubstrats otae DnrchgaTgstecher^ 5 

ahwmdigkeitssensore angewandt w^ea Kurz hW ° 

Hmtellung voi, iBeschleunigungs./WSi^S^gr 
ke^nsoren oder dam gieJchwortgenv SeSS 
^j^enTrageroderetom 

DM^ffrf ^ wobei jede erne SteUe veraiindefter 

weist. wdche aus der Epitaxialschiefat taSS? e£ v, 
Ausbilden von mehreren Durefagangd&S £ 5£ 
Stelle vennindmer DIcke dur^einlSfen. a&lfa 
a«s mem thermisch leitenden Mate^K^d™ 
. gel- oder olartiges Kuhlmktelraedi™ £ ESS S 

ren ernes Trockenatzens eines bestimnitenBerek*s von 

md danach ernes Entferaens des Medium* K«e?K 
dmm d,em zum Absorbieren und AWei^von^ert « 



Eatentansprflche 



45 



!. Verfahreii zur Hersteflung einer Halbteitervor- 
"^^ d «.foIeendeSchritteaufwei S t: D,C " erVOr 
AusMden einer Durehgflngs5ff nuil g (3 n ^ ^ h 

hIm ^ B ^ <35) ve^derteTDSi?^ 

"*S5? J best,nunt « Bereichs von einer Ober- 
flache 30b) derStelle (35) vermmdener Keke des 
HabMmdistr.ts (30) her in einem 2,53 S 
tZSir* T"? thern,isch ^teriS 

Sv B SS32S597 den ° berfl5c l« der Stelle 
p^ve^derter D.cke:aiigeordnet ist; und 
twfemen des gelartigen Mediums(36)i 

M^?*rt2 ? ch Ans P ruc «' wobei das gelartige 
tige Medium (36) gehfirtet wird. wahrend bewirkt 

fJ^^ en , n ^Anspruchl, wobei das Trocken- « 

vil-*^S Anspnich 1, wobei das gelartiee 
M*d«um(36> ein Silikonhart beinhaltet g 
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16 

. SJfJ? b > dCT Ste U e v ernrinderte?Scked« 
Halbleateisubstrats (30) her in einem ZusS 

dem em aus emem thermisch lehenden SSl 

bestehendcs olartiges Medium (36) in 

einer gegenaberKegenden Obffie dSrSteUe 

dra 61 ft»gen Mediums («X 
6. Verfenren nach Anspruch 5, wobei das Trocken- 
at«r teinreattivestonenatzenbeiahaS 

ftcr, wahrend bewirkt wircL daB ein aus emAmr w 
Medium (36) m die VertiefungssteDe (4) ^ 

■kiSf*^ ^A^Pmcfa ft bei dein das Trok- 

si Z^LJ^a 1 ^^ 9 ' »»«dem dasgelarti- 
ge Medmm (36) dadureh aufgebracht wird. dafi 

em flusnges Medium vor der Andjortuns in di« 
y^«^s«ne(34)emgefantwbr WS ** 
« Z^" 1 ^^ Ans P™ch 9. bei deni das gelarti- 
fl V^T < 36 >^ S^^bemhalteT ^ 
1 Verfahren zur Hersteflung einer Halbldtervor 

Medium (36) m die Vertiefungsstelle (34) geffiSt 

Entfcroen des olardgen Mediums r4i\ 

14. Verfahren nach Anspmch 13. bei dem das trok- 
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kex&tzen em reaktives lonenttzen beinhaltet 

15. VerfahrennachAnspruchl3,beidfimdasolarti- . 
ge Medium (41) ein Fluid eines niedrigen Dampf- 
drucks beinhaltet. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, bei dem das Fluid $ 
eines niedrigen Dampfdrucks em auf Silizium ba- ' 
Merendes Potymerol beinhaltet 

17. Verfahren zur HersteJlung einer Halbleitervor- 
rlchttmg, das folgende Schritte aiifveist: , 
Ausbiiden einer Stelle (35) verminderter Dicke in to 
einem Halbleitersubstrat (30); 

Ausbiiden eines Trennfilms (50) auf einer OberflS- 
cbe(30a) der Stelle (35) verniinderter Dicke in dem 
Halbleitersubstrat (30); 

Ausbiiden ernes Durcbgangslochs (39), das sich is 
durch die SteBe (35) verniinderter Dicke erstreckt, 
durch Trockenatzen eines besttmmten Bereichs an 
der Stelle (35) verniinderter Dicke, wfchrend es ei- 
nem Kublnrittelfluid (54) gestattet wird, auf dem 
Trennfilm, der eine OberflSche an der Stelle (35) 20 
verniinderter Dicke ausbildet, aufgebracht zu wer- 
denjund 

Entf emen des Trennrnms (50). > 
IS. Verfahren nach Anspruch 1 7, bei dem das Trok- 
ker&tzen ein reaktives lonenatzen beinhaltet. 25 

19. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem das KOhl- 
mitte&iud(54)eingasfdn^ 

tet 

20. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem das Kuhl- 
mrttelfluid (54) ein Inertgas beinhaltet 30 

2 1. Verfahren nach Anspruch 1 7, bei dem das Kuhl- 
mittelflirid(54)eineF^ fc 
22 Verfahren zur HersteUung einer Halbleitervor- 
xichtung,dasfolgendeSchriueaufweist; 

Ausbiiden einer Stefle (35) verniinderter Dicke auf 35 t 
euiem Bc^en einer Verderung (34) diurch Atzen ei* 
nes be$tunmten Bereichs von einer ersten Oberflfi- 
che (30a) eines Halbleitersubstrats (30) her; 
Ausbiiden eines Trennfilms (50) auf einer Innen- 
wand der Vertiefung (34> der als Trennwand fun- 40 
giert; 

Ausbilden eines sich durch die Stelle (35) vermin- 
derter Dicke erstreckenden Durchgangslochs (39) 
dutch Trockenatzen eines bestzmrnten Bereichs 
von einer zweiten Oberflacbe (30a) an der Stelle 45 
(35) verniinderter Dicke her, wahrend eine unun- 
terbrochene Zufuhr eines KtUilmittelfluids (54) zu 
dem Inneren der Vertiefung (34) gestattet wird; uncf 
Eotfemen desTrennflhns (50). 

23. Veif ahrennach Anspruch 22, bei dem das Trok- 50 
kenatzen ein reaktives lonenatzen beinhaltet 

24. Verfahren nach Anspruch 22, bei dem das KGhl- 
mittelfluid (54) ein gasformiges ICuhlmittel beinhal- 
tet 

25. Verfahren nachAnspruch 22, bei dem das KUhl- 55 
mittelfluid (54) ein Inertgas beinhaltet 

26. Verfahren nach Anspruch 22, bei dem das Kfihl- 
mittelfluid (54) eine Flussigkeit ist 
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